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はじめにはじめにはじめにはじめに：：：： 

RF-MBE による Ti マスク選択成長法で成長した InGaN 系規則配列ナノコラムは、無転位性結晶

で、高い光取出し効率を有し、コラム径で発光色を制御でき、三原色集積型 LED の基礎技術とし

て期待される[１]。マスクを用いる選択成長法では、マスク上の結晶成長を抑制して成長選択性を

高めている。これに対して、我々は選択成長マスクを用いない、新たなナノ構造 GaN テンプレー

ト上への選択成長法を提唱し、規則配列 GaN ナノコラムの結晶成長を実証して報告した[2]。 

今回、AlGaN ナノテンプレートを用いて、InGaN 系規則配列ナノコラムの成長を行い、発光特

性を調べたので報告する。 

 

実験結果実験結果実験結果実験結果：：：： 

MOCVD-GaN テンプレートに AlGaN/GaN 超格子層膜を成長させた後に、電子線リソグラフィ

(EBL)と高密度プラズマエッチングによって、周期 200、300、400 nm で三角格子に配列されたト

ップダウン AlGaN ナノコラム構造を作り、これを AlGaN ナノテンプレートとして用いて、ナノ

コラム選択成長を行った。結晶成長は RF-MBE 法で行い、高さ約 1.2 μm の Si ドープ GaN コラ

ムを成長し、続けて GaN/InGaN 超格子層、GaN/InGaN-多重量子井戸、最後に GaN キャップ層を

成長した。Fig.1 は、各周期のナノテンプレート上に成長させたナノコラム結晶の走査型電子顕微

鏡(SEM)写真である。ナノテンプレートのビーム遮蔽効果が有効に働き、下部ナノ構造の上部に

優先的に結晶が成長し、ナノコラムが形成され、各周期ともに最密構造配列で規則的配列ナノコ

ラム結晶が得られた。 

成長したナノコラム結晶の室温 PL 測定を行い、Fig.2 に室温 PL スペクトルを示した。コラム径

の変化に伴い、発光ピーク波長は 570 nm から 680 nm に変化した。 
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Fig.2 PL spectrum of nanocolumns 
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